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Senzorické Struktiry TiO2 s kontrolovanym rozSirenim ich aktivnej oblasti
detekcie plynov s vyuZitim priamej elektronovej litografie a reaktivneho idnového
leptania (Oddelenie elektronovej litografie Ul SAYV)

Abstrakt: Kontrolované zviacSenie povrchu TiO2 je zékladnym mechanizmom pre
zvySenie citlivosti senzora po expozicii plynom. Jednou z moznosti rozsirit’ povrch
senzora je vykreslenie Struktir pomocou EBL a nasledne ICP lept v CF4/Ar plazme cez
vhodny maskovaci material, napriklad Cr/Al masky vytvorené pomocou liftoff procesu
s pouzitim dvojvrstvy PMMA alebo odolny negativny rezist HSQ XR-1514.

Na detekciu plynov vyuzivame tenk vrstvu polykrystalického oxidu titani¢itého
(Ti02) deponovanu na odporovej vrstve oxidu kremiciteho (Si02), a to reaktivnym
magnetronovym naprasovanim pri izbovej teplote. Zakladnym principom detekcie
plynov je zmena vodivosti tenkej vrstvy TiO2 po expozicii plynom.

Nanostruktary oxidu TiO2 s presne riadenou geometriou zohravaji dolezitu tlohu v
technologickom zlepSovani senzorov urCenych na detekciu plynov. Ciel' je ¢o
najpresnejSia detekcia plynov ako st napriklad COx, NOx alebo NH3. Vyuzitim
elektronovej litografie a leptenim moZno dosiahnut’ geometrické rozsirenie aktivnej
oblasti detekcie plynu.
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Cr maska, Al maska, ICP lept, plynovy senzor s vysokou U¢innost'ou, riadené rozsirenie aktivnej
plochy
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